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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb zwiekszenia powierzchni aktywnej ztgcza p-n cienkowar-
stwowych baterii stonecznych wytwarzanych metodg sputeringu plazmowego.

Sprawnos¢ poétprzewodnikowych fotoogniw zalezy w duzej mierze od skutecznosci rozseparo-
wywania polem elektrycznym ztgcza p-n generowanych w jego poblizu tadunkéw elektrycznych.
W przypadku struktur cienkowarstwowych fotoogniw, warstwy aktywne, w tym interfejs ztgcza p-n
stanowi ptaskg powierzchnie. W zwigzku z tym, generowane przy absorpcji fotonéw $wiatta stonecz-
nego tadunki w objetosci warstwy aktywnej fotoogniwa, dyfundujgc w kierunku ztgcza p-n narazone sg
na procesy rekombinacyjne, obnizajgce sprawnos¢ konwersiji.

Dotychczas modyfikacje ksztattu powierzchni pétprzewodnikéw dokonuje sie zazwyczaj meto-
dami trawienia chemicznego opisane przez autorow I. Zubel, M. Krakowska, Sensors and Actuators A
115 (2004) 549 lub trawienia plazmowego wedtug autorow L.W. Rangelow, Surface and Coating
Technology, 97 (1997) 140. W przypadku formowania bazy cienkowarstwowego fotoogniwa, wymaga-
toby to zastosowania dodatkowych etapdw technologicznych i wykorzystania dodatkowych proceséw
trawienia oraz odczynnikow. Obydwa przedstawione powyzej sposoby majg te wade, ze wymagaja
zatrzymania procesu, zastosowania dodatkowej procedury i wykorzystania dodatkowych substancji.

Istotg sposobu zwiekszenia powierzchni aktywnej ztgcza p-n cienkowarstwowych baterii sto-
necznych wytwarzanych metodg sputeringu plazmowego jest to, ze w koncowym etapie formowania
z rozpylonego materiatu katody bazy typu p potprzewodnikowego fotoogniwa wsuwa sie réwnolegle
nad jej powierzchnig przestone ze ztotej siatki, ktérg zasila sie impulsowo polem elektrycznym z regu-
lowanym wspoétczynnikiem wypetnienia za pomocg elektrody a nastepnie po zakonczeniu procesu
tworzenia bazy, wysunieciu jej znad powierzchni warstwy i zamienieniu rozpylanego materiatu katody
na potprzewodnik typu n, stanowigcy emiter fotoogniwa, przy czym katoda i anoda umieszczone sg
w komorze prozniowej i zasilane sg wysokim napieciem za pomocg zasilacza.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze nie wymaga on zatrzymywania procesu wytwarzania
bazy fotoogniwa i pozwala poszerzy¢ obszar ztgcza p-n w sposob, stwarzajgcy dogodniejsze warunki
dla efektywniejszego rozseparowywania generowanych Swiattem tadunkéw elektrycznych. Sposéb
wedtug wynalazku pozwala dokonywaé modyfikacji ksztattu powierzchni wewnetrznej struktury ztgcza
p-n fotoogniwa w trakcie tworzenia bazy fotoogniwa, bez koniecznosci zatrzymywania procesu tech-
nologicznego.

Sposdb zwiekszenia powierzchni aktywnej ztgcza p-n cienkowarstwowych baterii stonecznych
wytwarzanych metodg sputeringu plazmowego zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na
schematycznym rysunku.

Sposdb zwiekszenia powierzchni aktywnej ztgcza p-n cienkowarstwowych baterii stonecznych
wytwarzanych metodg sputeringu plazmowego polega na wsunieciu przy koncowym etapie formowa-
nia z rozpylanego materiatu katody 2 bazy pétprzewodnikowego fotoogniwa typu p, rdGwnolegle nad jej
powierzchnie 5 przestony 4 ze ztotej siatki zasilanej impulsowo poprzez elektrode 3 napieciem o regu-
lowanym wspétczynniku wypetnienia, a nastepnie, po zakonczeniu procesu tworzenia bazy, wysunie-
ciu jej znad powierzchni warstwy i zamienieniu rozpylanego materiatu katody 2 na pétprzewodnik typu n,
stanowigcy emiter fotoogniwa, przy czym katoda 2 i anoda 7 umieszczone sg w komorze prézniowej 1
i zasilane sg wysokim napieciem za pomocg zasilacza 6. Chwilowe umieszczenie miedzy katodg 2,
ktéra stanowi zrédto osadzanej masy fotoogniwa, i anodg 7, na ktdrej umieszcza sie podtoze z osa-
dzong wczesniej bazowg cienkg warstwg typu p, przestony 4 w postaci ztotej siatki, zasilanej impulso-
wym polem elektrycznym z regulowanym wspotczynnikiem wypetnienia, ktéra w sposéb regulowany
pozwala limitowac ilos¢ lokalnie osadzanego pétprzewodnika bazy, tworzgcego profilowang przestone 4 ze
ztotej siatki i wspdtczynnikiem wypetnienia impulsu relief, na ktéry po usunieciu takiej przestony 4 na-
nosi sie warstwe potprzewodnikowego emitera typu n. Ksztaltowana jest w ten sposéb strefa ztgcza
p-n o profilowanej powierzchni, sprzyjajgcej lepszemu rozseparowywaniu tadunkéw elektrycznych przy
absorpcji fotonéw w objetosci bazy i emitera fotoogniwa. Jednoczesnie powierzchnia emiterowej war-
stwy n-typu, odzwierciedlajgca ksztalt interfejsu p-n, posiadajgca swoistg teksturyzacje zmniejsza
procesy odbicia fotonéw od powierzchni fotoogniwa.
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Zastrzezenie patentowe

Sposob zwiekszenia powierzchni aktywnej ztgcza p-n cienkowarstwowych baterii stonecznych
wytwarzanych metodg sputeringu plazmowego, znamienny tym, ze w koAcowym etapie formowania
z rozpylonego materiatu katody (2) bazy typu p potprzewodnikowego fotoogniwa wsuwa sie réwnole-
gle nad jej powierzchnig (5) przestone (4) ze ziotej siatki, ktérg zasila sie impulsowo polem elektrycz-
nym z regulowanym wspotczynnikiem wypetnienia za pomocg elektrody (3) a nastepnie po zakoncze-
niu procesu tworzenia bazy, wysunieciu jej znad powierzchni warstwy i zamienieniu rozpylanego materiatu
katody na potprzewodnik typu n, stanowigcy emiter fotoogniwa, przy czym katoda (2) i anoda (7) umiesz-
czone sg w komorze prozniowej (1) i zasilane sg wysokim napieciem za pomoca zasilacza (6).

Rysunek
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